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１．概要（Summary） 

半導体プロセスにおいて、イオン注入によって形成され

るアモルファスなどの結晶性回復挙動の理解が重要とな

っている[1]。本研究においては、制御性のよい熱処理装

置として、RTA 装置を用いてイオン注入を行ったサンプ

ルに対する熱処理挙動調査を行った。 

今回はその最初の実験として、チップ状のシリコンウェ

ーハを RTA 装置を用いて熱処理を行い、熱処理による

注入領域の変化を観察した。 

 

２．実験（Experimental） 

【利用した主な装置】  高速熱処理(RTA)装置 

 

【実験方法】 

下記に示すようなイオン注入によって形成されたアモル

ファス層の厚さが異なる２つのサンプルを用意し、フッ化

水素酸にて表面の自然酸化膜を除去した後、RTA 装置

を用いて熱処理を行った。熱処理前後のイオン注入領域

の観察は TEMを用いて観察を行った。 

(i)イオン注入基板（40 mm□）、アモルファス層大 

(ii)イオン注入基板（40 mm□）、アモルファス層小 

 

３．結果と考察（Results and Discussion） 

今回、熱処理を行った際のプロファイルを Fig. 1に示

す。黒色の点線が設定値、赤が装置のパイロメーターに

て測定された実績値を示している。この２つの比較から、

熱処理シーケンス初期の 500℃以下の熱処理に関して

はパイロメーターの測定可能温度範囲外であるため、設

定と実測に差がみられるが、実際の熱処理である

1100℃における熱処理は精度良く行えていることがわか

る。 

 

 

Fig. 1 An example of heat treatment sequence. 

 

 前述の処理を行ったサンプル(i)及び(ii)に対して、注入

領域を TEMにて観察を行った結果、どちらの水準にお

いてもアモルファス層が固相成長により、結晶性が回復し

ていることを確認した。このことから、1100℃の熱処理は

アモルファス層の回復には十分な熱処理であることがわ

かった。アモルファス層の回復は確認された一方、熱処

理後の注入領域にはイオン注入欠陥も観察された。これ

はイオン注入によって生成した過剰な格子間シリコンが

凝集したためであると推察される。 
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